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　大型 トカマ ク装置 で は，密 度 を上 げる た め に行 う ガス パ フ の増 加 と とも に閉 じ込め性能が劣化

す る こ とが知 ら れて い る．少 量 のア ル ゴ ン ガス をELMy 　H モ
ー

ドプ ラ ズ マ にパ フ す る と，ペ デ ス タ

ル 温 度 を下げ る こ とな く主 プ ラ ズ マ の 密度 を上 げ る こ とが で き，熱的 な閉 じ込 め は 改善 す る．そ

れ ゆ え，不 純物パ フは．高密度領域で高放射損失 と高閉 じ込め を同時達成 で きる可能性 がある，

い る ．一
つ は 両 ス トラ イ ク点が ダ イ バ ー

タ板 の 上 に あ る 配 位（ダ イバ ー
タ配 位）で あ り，も う

一
つ

は外 側 ス トラ イ ク点 が ダ イバ
ー

タ ド
ー

ム 上 に あ る配位 （ド
ー

ム配位 〕で あ る．図1に両プ ラ ズマ 配位

を示 す．ドーム 配位の 目的は ，ア ル ゴ ン の リサ イ ク リ ン グ場所 とX点 との 距 離 を短 く し，ア ル ゴ

ン の 主 プ ラズ マ へ の 侵 入 を容易 に す る こ と で あ る ．閉 じ込 め 改善度の 密度依 存性 を図 2 に示 す．
ア ル ゴ

’
ン パ フ を行わ ずに強 い 重水 素パ フの み を行 っ て密 度 を上 げた 場合に は，閉 じ込 め改善度の

低下 が 著 しい ．ア ル ゴ ン パ フ を行 っ た 場合，ダイ バ ータ 配位 で は ．ne −・O ，65 　 nGW （nGW ： グリ
ー

ン ワ ル ド規格化密度）に お い て．Hg8
（y．2｝

−1，　 frad −80 ％ （frad： 吸 収パ ワ
ー

に対 す る 放射 損 失 パ

ワ
ーの 割合）を得 た．しか し．ne ＞0．65　nGW の 領域 で は閉 じ込 め特 性が劣 化 した．一

方 ド
ー

ム 配

位で は，ne −O．8　nGw にお い て，　Hgs
（y、2）

−1．　frad ＞80 ％ とダ イバータ配位よ り も高密度で 高

放射損失パ ワ ー・高閉 じ込 め プ ラズ マ を得 る こ とが で きた，
　同 じ密度 で比較 した場 合，ダ イ バ ー

タ配 位 よ り も ド
ーム 配位 の 方 が低 リサ イ ク 1丿ン グ，つ ま り

粒子 閉 じ込 め 時間 は長 か っ た，また ド
ー

ム 配位 で は，ダ イバ ータ配位 で 見 られた高密度（＞0，65
nGW ）に お け る ペ デス タル 温度の 低下 が 見 られ な か っ た．ペ デス タル 温度 を高 く維 持 で き た こ とが

主 プ ラズ マ の 閉 じ込 め改善に つ な が り，ド
ーム 配 位 で は高 閉 じ込 め領 域 を高 密 度 へ 拡 大 で きた と

考 えて い る．

一〇．8

一1，0

こ れ まで JT−60u で は，ネ オン 、ア ル ゴ ン をELMy 　Hモ
ー

ドブラ ズマ ヘ パ フ し．その 特性 を調 べ て
倉．1．2

きた．本講演 では 、ア ル ゴン パ フ を行 っ た EしMyH モ ードプ ラ ズ マ の 閉 じ 込め 改善に っ い て ま とめ 訂
る ．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 −1．4
　」T−60U で は ，二 つ の プ ラ ズマ 配 位 の ELMy 　H モ

ー
ドプラ ズマ （プラズ マ 電流 1．2MA ，トロ イ ダ

ル 磁場2，6T ，三 角形度0 ．35 ，プ ラ ズ マ 体積60 〜70m3 ）に ア ル ゴ ン をパ フ し ，その 特性 を調 べ て
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一1．62
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図 1，ダイ バ ー
タ配 位 と ドーム配位
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JT −60U における内部輸送障壁形成のプラズマ パ ラメータ依存性
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　JT−60U などの トカ マ ク装置 にお いて プラズマ 内部 （典型 的に はρ《 ）8 ：ρは規格化小半径）に存 在する輸送障壁 （内部輸送障壁）が観測され てい

る。内部輸送障壁は高 βp モ
ードの正磁気シア放電 や負磁 気 シア放電 におい て観測され て い るが形成の メ カニ ズムや条 件な どにっ いて は良くわか っ

て いない。内部 輸送障壁形成の プラズマ パ ラメ ー
タ依存性を調 べ ることは、形成の物 理機構を解明す るため に重要で ある。内部輸送障壁 の形成には

外部加熱が重要 なパ ラ メ
ー

タの
一

つ である と考 え られて い るため、本研究で はプラズマ パ ラメ ー
タ （トロ

イダ ル磁場、プラズマ 電流、表面で の安全係数や安全係数分 布）を変化させ た際に、内部諭送障壁が形成
される外部加熱 入力 （NB による）を調べ るこ とで 内部輸送障壁の特性や形成条件 を調べ た。内部輸送障
壁形成のプラズマ パ ラメ

ー
タに対す る依 存性 はス ケーリン グに よる装置の外挿性を考え るうえで も重要 で

ある。
　内部 輸送障壁 形成 の ための NB 加熱 （主 加熱）はプラズマ 電流一定時

に お こ ない 、主加熱開始時 の安全係 数分布 （正磁気 シア／負磁気 シァ ）

は、低 パワ ーの NB 加 熱に よる電流の 漫み 込み の違い によ り調節 した。
主加熱パ ワ

ー
は 1 秒程 虔

一
定 と し、そ の間のイオン温度分布の 変化か

ら内部輸送障壁の 形成を判断 した。ブラズマパ ラメ
ー

タと して は トロ

イダル磁場（2．1T，37T ）．プラズマ電流（O．73MA ，　1．3MA）を選び、安全係

数（ポロ イダル磁束の 95％磁気面で 52 ，9．5）依存性 につ い て も調べ た。
内 部輸送 障壁 の 強度の 指標として イオ ン温度分布にお い て隣接す る 2
つ の領域 の勾配 の比 を用 い ると （図 1）、負磁気シアプ ラズ マ に お いて

は 同 じ加熱入力 に対 して プラズマ 電流の 小さ い方が 温度勾配比 が大き

い こ とが分 か っ た （図 2）。正磁 気シ アにつ いて の結果とともに 、加熱

分布につ いて の評 価を行い 熱拡散係数を比較し報告する 。
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図 1 ：イオ ン温度 勾配 の 定蘊。
e．73MA ！3．73丁．炉 0．8Sの場合。
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図 2 ：負磁気シ ア放電に お ける温 度勾

配比の 時間雖履 （t＝O で主加黙開始⊃。
い ずれ も加熱入力 10tvlWの 場合．
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